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１．概要（Summary） 

 強誘電性を有する材料は、不揮発性メモリや焦電セン

サ、超音波センサなど幅広く応用されている。現在、デバ

イスの微細化に伴い、有機薄膜材料が盛んに研究されて

おり、近年では超分子型強誘電性材料などが報告されて

いる。しかし、歴史的にこれらのデバイスにおいて最も用

いられている材料は、チタン酸ジルコン酸鉛 Pb(Zr,Ti)O3 

(PZT)であり、有機材料に比べて無機材料の優位性は今

後も続くと考えられる。 

 そこで、本研究課題では、PZT の成膜と結晶構造解析

と圧電評価の特性評価を行うことにより圧電性薄膜に関

する基本技術習得を目指した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

多元スパッタ装置、接触式段差計、X 線回折装置、真

空蒸着装置、プロバー、強誘電体特性評価システム 

【実験方法】 

 多元スパッタ装置によりPZT薄膜を成膜した。基板には、

Si とMgOを用いた。その後、メタルマスクを張り付けた後、

真空蒸着装置を用いて Cr/Auの上部電極を作製した。 

 作製した PZT 薄膜は、接触式段差計を用いて膜厚を、

X線回折装置を用いて結晶構造を確認しキャラクタリゼー

ションを行った。その後、プロバーを用いて測定系を構築

し、強誘電体評価システムを用いて PE ヒステリシス曲線

を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si 基板上に下部電極の Ti、Pt を形成した後、シード

層となる(Pb,La)TiO3 を成膜した。基板温度は約 600℃、

膜厚は、700nm である。Si 基板上の PZT 薄膜の X 線

回折の結果をFigure 1に示す。(100)に優先配向してい

ることがわかる。また、MgO基板上の PZT膜では、Si基

板上の PZT 膜より結晶性が良いことが確認できた。この

理由は、MgO と PZT の格子定数が近いため PZT がヘ

テロエピタキシャル成長するためである。 

 

Fig. 1 X-ray diffraction pattern of PZT thin film 

deposited on Si substrate. 

 

 強誘電体評価システムを用いて、PE 曲線（分極―電圧）

を測定したところ、Si基板およびMgO基板ともに強誘電

性を示すヒステリシス曲線が得られた。なお、Si 基板上の

分極値は、47C/cm2、抗電界は 90kV/cmであった。 
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